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요약

액정표시장치는 매트릭스상으로 배치되는 복수의 화소(P)와, 복수의 화소(P)의 행을 따라서 배치되는 복수의 주사선(

11+, 11-, 12+, 12-)과, 복수의 화소(P)의 열을 따라서 배치되는 복수의 신호선(20)과, 이들 주사선(11+, 11-, 12

+, 12-) 및 신호선(20)의 교차위치 근방에 각각 배치되어 각각 적어도 1주사선(11+, 11-, 12+, 12-)으로부터의 제

어에 의해 1신호선(20)으로부터 데이터신호를 수신하여, 이 데이터신호를 1화소로 출력하는 복수의 화소구동부(PX)

를 구비한다. 특히, 각 화소구동부(PX)는 1신호선(20)에 게이트를 접속한 트랜지스터(T1), 및 데이터신호를 양극성 

및 음극성의 아날로그 구동전압으로서 저장하기 위한 양(+) 및 음(-)의 전원전압으로 충전하여 트랜지스터의 소스 및

드레인에 각각 접속되는 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)을 가진 메모리회로를 포함한다.

대표도

도 3

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일실시형태에 관한 액정표시장치의 회로구성을 도시하는 도면이다.

도 2는 도 1에 도시된 액정표시장치의 단면구조를 개략적으로 도시한 도면이다.

도 3은 도 1에 도시하는 화소구동부의 등가회로이다.
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도 4는 도 3에 도시하는 화소구동부의 동작을 설명하기 위한 타임 차트이다.

도 5는 도 3에 도시하는 화소구동부에 있어서 전압 강하용인 트랜지스터를 부가한 제 1변형예의 등가회로이다.

도 6은 도 3에 도시하는 화소구동부에 있어서 제2 주사선을 생략한 제2 변형예의 등가회로이다.

도 7은 도 3에 도시하는 화소구동부에 있어서 접지선을 생략한 제3 변형예의 등가회로이다.

도 8은 도 3에 도시하는 화소구동부에 있어서 음측의 제1 주사선을 생략한 제4 변형예의 등가회로이다.

도 9는 도 3에 도시하는 화소구동부의 회로구성을 시뮬레이션하는 회로 시뮬 레이터에서 얻어진 구동전압 파형도이

다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 일반적으로 액정표시장치나 EL(Electro Luminescence) 표시장치 등의 표시장치에 관한 것으로, 예를 들

면 화소에 대한 데이터신호를 저장하도록 구성된 메모리회로, 표시회로 및 표시장치에 관한 것이다.

액정표시장치에서는, 복수의 화소가 퍼스널 컴퓨터와 같은 외부신호원으로부터 입력되는 1프레임분의 영상신호에 

대응하는 화소를 표시하기 위해 매트릭스상으로 배치된다. 영상신호는 각 행의 화소에 대한 데이터신호로 직병렬 변

환된다. 영상신호가 디지털형식인 경우에는, DAC(Digital-Analog Converter)가 화소에 아날로그 구동전압으로서 

인가되는 데이터신호를 얻기 위해 이용된다. 이들 데이터신호는 각각 복수의 신호선을 통해서 각 행의 화소에 공급된

다. 각 화소의 화소용량은 데이터신호의 아날로그 구동전압에 의해 충방전되어, 데이터신호의 갱신까지 구동전압을 

전하로서 유지한다.

데이터신호는 통상 프레임기간마다 갱신되어, 그 때마다 신호선을 통해서 화소에 공급된다. 데이터신호의 송출을 이

와 같이 빈번하게 행하면, 소비전력을 낮게 억제하는 것이 어렵다. 예를 들면 정지 화소표시나 전 화소의 휘도가 인접

프레임 사이에서 유지되도록 한 동화(動畵)표시에서는, 전 데이터신호를 항상 프레임기간 단위로 화소에 송출할 필요

가 없다. 이러한 점에서 장시간에 걸쳐서 구동전압을 저 장하는 화소메모리를 각 화소에 부가하여 휘도를 변화시킬 

필요가 발생한 경우나, 휘도를 변화시키지 않고 구동전압의 극성을 반전할 필요가 생긴 경우만 데이터신호를 갱신하

도록 하여 그 송출 빈도를 저하시키는 수법이 제안되고 있다. 단, 종래 화소 메모리는 일반적으로 1비트 정도로, 풀 칼

라화상을 표시하기 위한 중간 계조(階調)를 얻는데는 불충분하다.

중간 계조는, 화소 메모리를 다음과 같은 구성으로 조합하면 얻을 수 있다.

(1) 각 화소의 화소 메모리를 복수 비트의 구성으로 하여 ADC(Analog-Digital Converter) 및 DAC를 화소 메모리에

부가한다.

(2) 각 화소를 복수의 부(副)화소로 구성하여 백(白) 표시면적의 비를 변화시킨다.

(3) 각 화소에 대하여 시분할 변조를 행하여 백 표시기간의 비율을 변화시킨다.

(1), (2)의 구성은 작은 화소 사이즈로 실현하는 것이 곤란하며, (3)의 구성은 플리커(깜빡임)가 발생하기 쉽다는 등 

다(多)계조화를 할 때에 많은 문제가 있다. 이것을 해결하는 데는 화소 메모리에 아날로그 구동전압을 저장하는 기능

을 가지면 된다.

일반적으로는 임의의 아날로그 구동전압은 캐패시터를 이용하여 유지하는 것이 가능하다. 화소내에 이 캐패시터를 

도입할 경우에는, 캐패시터 내의 전하를 소거하지 않고 아날로그 구동전압을 출력하는 것과 같은 회로구성이 필요해

진다. 또 액정표시장치에서는, 동일한 극성의 전압이 장시간에 걸쳐서 액정층에 인가되면, 예를 들면 저항율이 감소하

는 것 같은 액정재료의 열화현상이 일어난다. 따라서, 액정 수명의 관점에서 극성 반전구동이 필요해져, 신호선을 통

해서 공급되는 데이터신호의 전압(Vdata)에 대하여, 역(逆)극성의 전압(-Vdata)도 저장하여 화소전극에 프레임 기간
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마다 서로 번갈아 공급하는 것이 바람직하다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 데이터 신호를 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압으로서 유지하는 것이 가능한 메모리회로, 표

시회로 및 표시장치를 제공하는 데 있다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 제1 양태에 따르면, 데이터신호를 입력하도록 게이트를 접속한 트랜지스터와, 데이터신호를 양극성 및 음

극성의 아날로그 구동전압으로서 유지하기 위해 양 및 음의 전원전압으로 충전하여 트랜지스터의 소스 및 드레인에 

각각 접속되는 제1 및 제2 축전용량(storage capacitances)을 구비한 메모리 회로가 제공된다.

본 발명의 제2 양태에 따르면, 액정재료가 한 쌍의 전극간에 끼여 지지되는 구조를 가지는 액정표시소자와, 데이터신

호를 입력하도록 게이트를 접속한 트랜지스터 및 데이터신호를 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압으로서 유지하

기 위해 양 및 음의 전원전압으로 충전하여 트랜지스터의 소스 및 드레인에 각각 접속되는 제1 및 제2 축전용량을 가

지는 메모리회로와, 제1 및 제2 축전용량에 유지된 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압을 서로 번갈아 액정표시소

자에 인가하는 회로를 구비하는 표시회로가 제공된다.

본 발명의 제3 양태에 따르면, 매트릭스상으로 배치되는 복수의 화소와, 복수의 화소의 행을 따라서 배치되는 복수의 

주사선과, 복수의 화소의 열을 따라서 배치되는 복수의 신호선과, 이들 주사선 및 신호선의 교차위치 근방에 각각 배

치되어 각각 적어도 1주사선으로부터의 제어에 의해 1신호선으로부터 데이터신호를 수신하여, 이 데이터신호를 1화

소로 출력하는 복수의 화소구동부를 구비하고, 각 화소구동부는 1신호선에 게이트를 접속한 트랜지스터, 및 데이터신

호를 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압으로서 유지하기 위해 양 및 음의 전원전압으로 충전하여 트랜지스터의 

소스 및 드레인에 각각 접속되는 제1 및 제2 축전용량을 가진 메모리회로를 포함하는 표시장치가 제공된다.

이들 메모리회로, 표시회로 및 표시장치에서는, 트랜지스터의 소스 및 드레인이 제1 및 제2 축전용량에 각각 접속된 

경우, 제1 및 제2 축전용량 내의 전하가 재분할되어, 데이터신호를 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압으로서 얻

을 수 있다. 이들 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압은 데이터신호를 갱신할 필요가 없는 동안, 제1 및 제2 축전

용량에 계속적으로 유지된다. 따라서, 소비전력을 저감하기 위해서 데이터신호의 갱신을 중지해도 중간 계조를 얻는 

것이 가능하다. 또, 화소가 액정화소인 경우에도, 화소 전압의 극성이 제1 및 제2 축전용량에 저장된 양극성 및 음극

성의 아날로그 구동전압을 서로 번갈아 출력함으로써 반전되므로, 액정재료의 열화를 방지할 수 있다.

이하, 본 발명의 일실시형태에 관한 액정표시장치에 관하여 첨부 도면을 참조하여 설명한다.

도 1은 본 액정표시장치(100)의 개략적인 회로구성을 도시하며, 도 2는 본 액정표시장치(100)의 개략적인 단면구조

를 도시한다.

이 액정표시장치(100)는, 액정표시패널(101) 및 이 액정표시패널(101)을 제어하는 액정컨트롤러(102)를 구비한다. 

액정표시패널(101)은, 예를 들면 액정층(LQ)이 어레이기판(AR) 및 대향기판(CT) 사이에 유지되는 구조를 가지며, 

액정컨트롤러(102)는 액정표시패널(1)로부터 독립된 구동회로기판(PCB) 상에 배치된다.

어레이기판(AR)은, 글라스판(GL) 상의 표시영역(DP)에 있어서 매트릭스상으로 배치되는 복수의 화소전극(PE), 복수

의 화소전극(PE)의 행을 따라서 배치되는 복수의 주사선(12), 복수의 화소전극(PE)의 열을 따라서 배치되는 복수의 

신호선(20), 신호선(20) 및 주사선(12)의 교차위치 근방에 각각 배치되어 각각 대응 주사선(12)으로부터의 주사신호

에 응답하고 대응 신호선(20)으로부터의 데이터신호의 전압(Vdata)을 수신하여 이 데이터신호전압(Vdata)을 대응 

화소전극(PE)에 출력하는 화소구동부(PX), 복수의 주사선(12)을 구동하는 주사선 구동회로(103), 및 복수의 신호선(

20)을 구동하는 신호선 구동회로(104)를 구비한다.

대향기판(CT)은 복수의 화소전극(PE)에 대향하여 배치되어 접지전위(GND)로설정되는 단일 대향전극(CE) 및 도시

하지 않는 칼라 필터 등을 포함한다.

액정컨트롤러(102)는, 예를 들면 외부에서 공급되는 디지털 영상신호(VIDEO) 및 동기신호를 수취하여, 수직주사 제

어신호(YCT), 수평주사 제어신호(XCT), 극성 제어신호(POL) 등을 발생한다. 수직주사 제어신호(YCT)는 주사선 구

동회로(103)에 공급된다. 수평주사 제어신호(XCT)는 영상신호와 함께 신호선 구동회로(104)에 공급된다. 극성 제어

신호(POL)는 복수의 화소구동부(PX)에 공통으로 공급된다.
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주사선 구동회로(103)는 수직주사 제어신호(YCT)에 의해 제어되며, 1수직주사(프레임) 기간에 있어서 양극성 및 음

극성의 주사신호를 복수의 주사선(12)에 순차적으로 공급한다. 주사신호는 각 주사선(12)에 1수평주사기간(1H)만 공

급된다.

신호선 구동회로(104)는 수평주사 제어신호(XCT)에 의해 제어되며, 1주사선(12)이 주사신호에 의해 구동되는 각 수

평주사기간에 있어서 입력되는 영상신호(VIDEO)의 직병렬 변환 및 디지털 아날로그변환을 행하여 1행분의 데이터신

호전압(Vdata)을 복수의 신호선(20)에 각각 공급한다.

도 3은 도 1에 도시된 화소구동부(PX)의 등가회로를 도시한다. 도 3에 있어서, P는 화소전극(PE), 대향전극(CE), 및 

이들 전극(PE, CE) 사이에 끼여 지지된 액정층(LQ)의 액정재료에 의해 구성되는 액정표시소자, 즉 액정소자를 나타

낸다. 각 화소구동부(PX)는 화소에 대한 데이터신호를 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압으로서 유지하는 화소 

메모리회로를 포함한다. 어레이기판(AR) 상에서, 각 주사선(12)은 서로 평행하여 행 방향으로 늘어나도록 배치된 양

극성 및 음극성의 제1 부(副)주사선(11+, 11-), 제2 부주사선(12+, 12-)으로 구성된다. 또, 극성 제어선(13), 양극성

및 음극성의 전원선(14+, 14-), 접지선(15)이 서로 평행하게 행 방향으로 연장되도록 배치되어 있다.

메모리 회로는, 양음 2전원, 트랜지스터(T1∼T9), 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)을 조합하여 구성되어, 부하가 되는 

화소전극(PE)에 접속한다. 도 3에 있어서, T1, T3, T5, T7, T9는 P채널 트랜지스터, T2, T4, T6, T8은 N채널 트랜

지스터이다. 이 메모리회로에서, 트랜지스터(T2∼T5)는 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)이 양 및 음의 전원전압을 공급

하는 양극성 및 음극성 전원선(14+, 14-)에 각각 접속되고, 계속해서 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)을 트랜지스터(T

1)의 소스 및 드레인에 각각 접속하는 스위치회로를 구성한다. 또, 트랜지스터(T6∼T9)는 제1 및 제2 축전용량(C1, 

C2)에 유지된 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압을 출력하는 출력회로를 구성한다.

트랜지스터(T1∼T5)의 게이트는 각각 신호선(20), 제1 부주사선(11+, 11-), 제2 부주사선(12+, 12-)에 접속된다. 

트랜지스터(T2)의 소스는 전원선(14+)에 접속되며, 트랜지스터(T2)의 드레인은 제1 축전용량(C1)과 트랜지스터(T

4)의 소스에 접속된다. 트랜지스터(T3)의 드레인은 전원선(14-)에 접속되며, 트랜지스터(T2)의 소스는 제2 축전용

량(C2)과 트랜지스터(T5)의 드레인에 접속된다. 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)은, 접지측 단자가 각각 접지선(15)과 

인접 행의 접지선(15)에 접속된다. 트랜지스터(T1)의 소스 및 드레인은 트랜지스터(T4, T5)의 드레인 및 소스에 각

각 접속된다. 트랜지스터(T6∼T9)의 게이트는 각각 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)과 극성 제어선(13)에 접속된다. 트

랜지스터(T6)의 소스 및 드레인은 각각 전원선(14+)과 트랜지스터(T8)의 소스에 접속되며, 트랜지스터(T8)의 드레

인은 화소전극(PE)에 접속된다. 트랜지스터(T7)의 드레인 및 소스는 각각 전원선(14-) 및 트랜지스터(T9)의 드레인

에 접속되며, 트랜지스터(T9)의 소스는 화소전극(PE)에 접속된다.

다음에, 상술한 구성의 화소구동부(PX)의 동작에 관하여 도 4에 도시된 타임 차트를 참조하여 설명한다. 표시패널(10

1)에서는, 최초로 1행 전의 수평주사 기간에 있어서 트랜지스터(T2, T3)의 게이트에 제1 부주사선(11+, 11-)을 통

해서 양극성 및 음극성 펄스(P1+, P1-)를 가하여 트랜지스터(T2, T3)를 온(ON)시킨다. 이에 따라, 제1 및 제2 축전

용량(C1, C2)이 전원선(14+, 14-)에 접속되어 제 1 및 제2 축전용량(C1, C2)에 양극성 및 음극성의 초기전압(+Vpi,

-Vmi)이 유지된다.

트랜지스터(T2, T3)의 게이트에 전원전압(+VDD, -VDD)과 같은 전압을 가하면 게이트 소스간의 전압이 0이 되어 

드레인에 포화전류가 흐른다. 이것에 의해, 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)의 초기 전압(+Vpi, -Vmi)은 트랜지스터(T

2, T3)의 스레시홀드값 전압분만큼 내려가, +Vpi=+VDD-VTn, -Vmi=-VDD+VTp가 된다. 그 때문에, 제1 및 제2 

축전용량(C1, C2)에 전원전압과 같은 초기 전압(+Vpi=+VDD, -Vmi=-VDD)을 저장하는 데는, 게이트에 가하는 전

압을 전원전압보다 스레시홀드값 전압분 만큼 큰 +VDD+VTn, -VDD-VTp 이상으로 할 필요가 있다. 여기서, VTn

을 N채널 트랜지스터, VTp를 P채널 트랜지스터의 스레시홀드값 전압으로 한다. 트랜지스터가 N채널의 경우 게이트 

전위를 소스보다 높게 하면 온이 되고, P채널의 경우 게이트 전위를 소스보다 낮게 하면 온이 된다. 그 때문에, 게이트

전압을 +VDD+VTn, -VDD-VTp 이상으로 하면 트랜지스터(T2, T3)는 온이 되지만, 이 때의 게이트 전위가 소스보

다 높기(또는 낮기) 때문에 트랜지스터(T2, T3)의 소스 전위는 게이트 전위보다 높아(또는 낮아)지려고 하지만, 전원

전압 이상(또는 이하)으로는 되지 않으므로, 이 때의 초기 전압은 +Vpi=+VDD, -Vmi=-VDD가 된다. 여기서 펄스(P

1+, P1-)를 0으로 하 면, 트랜지스터(T2, T3)는 오프(OFF)가 되어, 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)의 전하는 어디에

도 빠져나갈 경로가 없어져, 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)에는 펄스(P1+, P1-)가 0이 된 순간의 초기 전압(+Vpi, -

Vmi)이 유지된다. 실제로는 트랜지스터(T2, T3)나 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)의 누설 전류때문에 느리기는 하지

만 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)의 초기 전압(+Vpi, -Vmi)은 변화한다.

다음으로, 이번회 주사하는 행에 대한 수평주사간에 있어서 트랜지스터(T4, T5)의 게이트에 제2 부주사선(12+, 12-

)을 통해서 각각 양극성 및 음극성 펄스(P2+, P2-)를 가하여 트랜지스터(T4, T5)를 온(ON)시킨다. 이때, 동시에 트

랜지스터(T1)의 게이트에 신호선(20)을 통해서 데이터신호전압(+Vdata)이 공급된다. 이로써, 제1 및 제2 축전용량(

C1, C2)이 트랜지스터(T1)의 소스와 드레인에 접속되어 초기전압(+Vpi, -Vmi)이 인가되어, 제1 및 제2 축전용량(C

1, C2)에 양극성 및 음극성의 구동전압(+Vp, -Vm)이 유지된다.
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트랜지스터(T1)의 게이트와 드레인에 초기전압(+Vpi, -Vmi)을 유지한 상태로 게이트에 데이터신호전압(+Vdata)을

가하면, 소스 전위는 게이트보다 트랜지스터(T1)의 스레시홀드값 전압(VTp)만큼 높아져, 드레인 전위는 소스와 역상

(逆相)이 되므로, 이 때의 구동전압은 +Vp=+Vdata+VTp, -Vm=-Vdata-VTp+Vpi-Vmi가 된다. 여기서 펄스(P2+

, P2-)를 0으로 하면, 트랜지스터(T4, T5)는 오프가 되어, 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)에는 펄스(P2+, P2-)가 0이 

된 순간의 구동전압(+Vp, -Vm)이 유지된다. 동시에 트랜지스터(T1)가 분리되어 이후의 신호선(20)으로부터의 데이

터 입력이 중지된다.

초기 전압이 구동전압보다 작은 +Vpi=+VDD-VTn, -Vmi=-VDD+VTp의 경우, 구동전압은 +Vp=+Vdata+VTp, 

-Vm=-Vdata-VTp+Vpi-Vmi=-Vdata-VTp+VDD-VTn-VDD+VTp=-Vdata-VTn가 된다.

초기 전압이 구동전압과 같은 +Vpi=+VDD, -Vmi=-VDD의 경우, 구동전압은 +Vp=+Vdata+VTp, -Vm=-Vdata-

VTp+Vpi-Vmi=-Vdata+VTp+VDD-VDD=-Vdata-VTp가 된다.

따라서, 초기전압(+Vpi, -Vmi)의 값에 따라서 구동전압(+Vp, -Vm)이 달라, N채널 트랜지스터와 P채널 트랜지스터

의 스레시홀드값 전압(VTn, VTp)의 절대값이 같으면 문제는 없지만, 다를 경우는 정합시키기 위한 대책이 필요해진

다. 또한, 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)에 유지되는 구동전압을 데이터신호전압과 같은 +Vp=+Vdata, -Vm=-Vdat

a로 하고 싶은 경우는 트랜지스터(T1)의 게이트에 +Vdata보다 스레시홀드값 전압(VTp)만큼 작은 전압 +Vdata-V

Tp을 가하면 된다. 또, 트랜지스터(T1)에 N채널 트랜지스터를 이용하는 경우는, 게이트에 음극성의 데이터신호전압(

-Vdata)을 가함으로써 같은 결과를 얻을 수 있다.

제1 및 제2 축전용량(C1, C2)에 유지된 구동전압(+Vp, -Vm)은, 트랜지스터(T6, T7)의 게이트에 입력되어, 판독시

에 파괴되지 않고 트랜지스터(T8, T9)의 소스와 드레인에 보내진다. 이 때의 트랜지스터(T6, T7)는 전압이득1의 증

폭기로서 동작하여, 소스 전위는 일정한 전위차를 가지면서 게이트전위를 따른다.

상술한 바와 같이, 초기 전압이 전원전압과 같은 +Vpi=+VDD, -Vmi=-VDD인 경우, 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)

에 유지되는 구동전압은 +Vp=+Vdata+VTp, -Vm=-Vdata-VTp가 된다. 이 구동전압은, 트랜지스터(T6, T7)의 후

단에서 스레시홀드값 전압(VTn, VTp)분 만큼 전압이 하강하여, +Vp=+Vdata+VTp-VTn, -Vm=-Vdata-VTp+V

Tp=-Vdata가 된다. 따라서, N채널 트랜지스터와 P채널 트랜지스터의 스레시홀드값 전압(VTn, VTp)을 같게 설계하

여 VTn=VTp로 하면, 구동전압 +Vp=+Vdata, -Vm=-Vdata로 되어, 데이터신호전압과 절대값이 같은 양극성 및 

음극성의 구동전압이 얻어진다.

다음으로, 트랜지스터(T8, T9)의 게이트에 극성 제어선(13)을 통해서 프레임 마다 양극성 및 음극성 펄스(P3+, P3-

)를 서로 번갈아 가한다. 트랜지스터(T8, T9)의 게이트에 양극성 펄스(P3+)이 가해지면, 트랜지스터(T8)가 온, 트랜

지스터(T9)가 오프가 된다. 이로 인해, 제1 축전용량(C1)과 트랜지스터(T6)가 화소 전극(PE)에 접속되어, 제1 축전

용량(C1)에 유지된 양극성의 구동전압(+Vp)이 트랜지스터(T6)에 의해 읽어내어져 화소전극(PE)에 기입된다. 트랜

지스터(T8, T9)의 게이트에 음극성 펄스(P3-)가 가해지면, 트랜지스터(T8)가 오프, 트랜지스터(T9)가 온이 된다. 이

로 인해, 제2 축전용량(C2)과 트랜지스터(T7)가 화소 전극(PE)에 접속되어, 제2 축전용량(C2)에 유지된 음극성의 구

동전압(-Vm)이 트랜지스터(T7)에 의해 읽어내어져 화소전극(PE)에 기입된다. 이상에 의해, 프레임 기간마다 극성 

반전된 구동전압(+Vp, -Vm)이 서로 번갈아 보내져, 화소전극(PE)과 대향 전극에 공급되는 전압이 반전 구동된다.

상술한 바와 같이, N채널 트랜지스터와 P채널 트랜지스터의 스레시홀드값 전압(VTn, VTp)을 같게 하면, 데이터신

호전압과 절대값이 동등한 양극성 및 음극성의 구동전압(+Vp=+Vdata, -Vm=-Vdata)이 얻어진다.

도 5는 도 3에 도시된 화소구동부(PX)의 제1 변형예의 등가 회로를 도시한다. 도 3과 동일 부분에는, 동일 참조부호

를 부여하여 중복되는 상세한 설명은 생략한다. N채널 트랜지스터와 P채널 트랜지스터의 스레시홀드값 전압(VTn, V

Tp)이 다른 경우에는, 도 5에 도시하는 바와 같이, 도 3의 회로구성에 N채널 트랜지스터(T10, T12)의 회로와 P채널 

트랜지스터(T11)의 회로를 접속함으로써 같은 결과가 얻어진다. 트랜지스터(T10)는 소스가 트랜지스터(T4)의 드레

인에 접속되며, 트랜지스터(T10)의 게이트와 드레인이 트랜지스터(T2)의 드레인에 접속되어 있다. 트랜지스터(T12)

는 소스가 트랜지스터(T7)의 드레인에 접속되며, 트랜지스터(T12)의 게이트와 드레인이 트랜지스터(T9)의 드레인에

접속되어 있다. 트랜지스터(T11)는 소스가 트랜지스터(T6)의 드레인에 접속되며, 트랜지스터(T11)의 게이트와 드레

인이 트랜지스터(T8)의 드레인에 접속되어 있다.

즉, 트랜지스터(T2, T3)의 게이트에 전원전압보다 스레시홀드값 전압 이상 큰 전압을 가하여 제1 및 제2 축전용량(C

1, C2)에 초기 전압(+Vpi=+VDD, -Vmi=-VDD)을 유지한 상태로 트랜지스터(T4, T5)를 온·오프하면, N채널 트랜

지스터(T10)의 후단에서 스레시홀드값 전압(VTn)분 만큼 승압하여, 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)에 구동전압 +Vp

=+Vdata+VTp+VTn, -Vm=-Vdata-VTp-VTn이 유지된다.

다음으로 구동전압은 N채널 트랜지스터(T6)와 P채널 트랜지스터(T7)의 후단에서 스레시홀드값 전압(VTn, VTp)분 
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만큼 강압하여, 각각 +Vp=+Vdata+VTp, -Vm=-Vdata-VTn가 된다.

다음으로 구동전압은 P채널 트랜지스터(T11)와 N채널 트랜지스터(T12)의 후 단에서 스레시홀드값 전압(VTp, VTn

)분 만큼 강압하여, 각각 +Vp=+Vdata, -Vm=-Vdata가 된다. 이상에 의해, 데이터신호전압과 절대값이 동등한 양극

성 및 음극성의 구동전압이 얻어진다.

표시패널(101)에서는, 수평주사방향에 양극성 및 음극성의 제1 부주사선(11+, 11-), 제2 부주사선(12+, 12-), 극성

제어선(13), 양극성 및 음극성의 전원선(14+, 14-), 접지선(15) 등 다수의 배선을 필요로 하지만, 이들 배선이 곤란

한 경우는, 다음의 제2∼제4 변형예와 같이 함으로써 배선수를 줄일 수 있다.

제2 변형예 :

도 6은 도 3에 도시하는 화소구동부(PX)의 제2 변형예의 등가회로를 도시한다. 도 3과 동일 부분에는, 동일 참조부호

를 부여하여 중복되는 상세한 설명은 생략한다. 이번회에 주사하는 라인에 펄스(P2+, P2-)를 공급하는 타이밍이 다

음에 주사하는 라인에 펄스(P1+, P1-)를 공급하는 타이밍과 같으므로, 도 6에 도시하는 바와 같이, 트랜지스터(T4, 

T5)의 게이트에 접속하는 제2 부주사선(12+, 12-)은, 다음에 주사하는 라인의 제1 부주사선(11+, 11-)으로 대용함

으로써 생략할 수 있다.

제3 변형예 :

도 7은 도 3에 도시된 화소구동부(PX)의 제3 변형예의 등가회로를 도시한다. 도 3과 동일 부분에는, 동일 참조부호를

부여하여 중복되는 상세한 설명은 생략한다. 1행 전의 제1 부주사선(11+, 11-)은, 다음번 화소 데이터의 기입절환 

시기가 올 때까지 사용되지 않으므로, 도 7에 도시하는 바와 같이, 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)을 접지하는 접지선(

15)은, 1행 전의 제1 부주사선(11+, 11-)으로 대용함으로써 생략할 수 있다.

제4 변형예 :

도 8은 도 3에 도시된 화소구동부(PX)의 제2 변형예의 등가회로를 도시한다. 도 3과 동일 부분에는, 동일 참조부호를

부여하여 중복되는 상세한 설명은 생략한다. 도 8에 도시하는 바와 같이, 양극성의 펄스(P1+)를 음극성의 펄스(P1-)

로 변환하는 인버터회로와 클램프회로로 구성되는 펄스 정형부(30)를 설치함으로써, 트랜지스터(T3)의 게이트에 접

속하는 제1 부주사선(11-)은, 펄스 정형부(30)의 출력측 배선(11-)으로 대용함으로써 생략할 수 있다.

도 3의 회로구성을 회로 시뮬레이터에 입력한 결과, 도 9에 도시하는 바와 같은 구동전압 파형이 얻어졌다. 도 9에서,

N채널 트랜지스터와 P채널 트랜지스터의 스레시홀드값 전압(VTn, VTp)이 VTn=1.0, VTp=-2.0으로 다른 경우라

도, 트랜지스터(T1)의 게이트에 입력된 데이터 신호전압(+Vdata)과 절대값이 동등한 양극성 및 음극성의 구동전압(

+Vp=+Vdata, -Vm=-Vdata)이 프레임 기간마다 서로 번갈아 출력되는 것을 확인할 수 있었다.

발명의 효과

상기한 바와 같이 본 발명의 메모리회로, 표시회로 및 표시장치에서는, 트랜지스터의 소스 및 드레인이 제1 및 제2 축

전용량에 각각 접속된 경우, 제1 및 제2 축전용량 내의 전하가 재분할되어, 데이터신호를 양극성 및 음극성의 아날로

그 구동전압으로서 얻을 수 있게 된다. 그 결과, 이들 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압은 데이터신호를 갱신할 

필요가 없는 동안, 제1 및 제2 축전용량에 계속적으 로 유지된다. 따라서, 소비전력을 저감하기 위해서 데이터신호의 

갱신을 중지해도 중간 계조를 얻는 것이 가능하다. 또, 화소가 액정화소인 경우에도, 화소 전압의 극성이 제1 및 제2 

축전용량에 저장된 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압을 서로 번갈아 출력함으로써 반전되므로, 액정재료의 열

화를 방지할 수 있다.

부가적인 이점 및 변형예는 당업자에 의해 용이하게 고안될 것이다. 그러므로, 더 넓은 특징에 있어서의 본 발명은 여

기서 설명되고 도시된 구체적 설명 및 대표 실시예에 한정되지 않는다. 따라서, 후술하는 청구범위 및 그 등가물에 의

해 정의되는 본 발명의 일반적인 개념의 취지 또는 범위를 벗어나지 않고도 다양한 변형예가 만들어질 수 있을 것이

다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
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데이터 신호를 입력하도록 게이트를 접속한 트랜지스터(T1)와, 데이터 신호를 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전

압으로 유지하기 위해 양 및 음의 전원전압으로 충전하여 상기 트랜지스터(T1)의 소스 및 드레인에 각각 접속되는 제

1 및 제2 축전용량(C1, C2)을 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 회로.

청구항 2.
제 1항에 있어서, 또한 상기 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)을 상기 양 및 음의 전원전압을 공급하는 양극성 및 음극성 

전원선(14+, 14-)에 각각 접속하고, 계속해서 상기 제1, 제2 축전용량(C1, C2)을 상기 트랜지스터(T1)의 소스 및 드

레인에 각각 접속하는 스위치 회로(T2∼T5)를 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 회로.

청구항 3.
제 2항에 있어서, 또한 상기 제 1 및 제2 축전용량(C1, C2)에 유지된 상기 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압을 

출력하는 출력회로(T6∼T9, T11, T12)를 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 회로.

청구항 4.
제 1항에 있어서, 상기 트랜지스터(T1)는 P채널 트랜지스터 및 N채널 트랜지스터 중 어느 한쪽인 것을 특징으로 하

는 메모리 회로.

청구항 5.
제 3항에 있어서, 상기 스위치 회로(T2∼T5)는 상기 양극성 전원선과 상기 제1 축전용량과의 사이에 접속된 제2 트

랜지스터(T2), 상기 음극성 전원선과 상기 제2 축전용량과의 사이에 접속된 제3 트랜지스터(T3), 상기 제1 트랜지스

터(T1)의 소스와 상기 제1 축전용량(C1)과의 사이에 접속된 제4 트랜지스터(T4), 상기 트랜지스터(T1)의 드레인과 

상기 제2 축전용량(C2)과의 사이에 접속된 제5 트랜지스터(T5)를 포함하며, 상기 제2 및 제3 트랜지스터(T2, T3)는 

상기 양 및 음의 전원전압을 상기 제1 및 제2 축전용량(C1,C2)에 각각 설정하기 위해서 일시적으로 도통하도록 제어

되며, 상기 제4 및 제5 트랜지스터(T4, T5)는 상기 데이터 신호를 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압으로 상기 

제1 및 제2 축전용량(C1,C2)에 각각 유지시키기 위해 상기 제2 및 제3 트랜지스터(T2, T3)보다 늦게 일시적으로 도

통하도록 제어되는 것을 특징으로 하는 메모리 회로.

청구항 6.
제 5항에 있어서, 상기 출력회로(T6∼T9, T11, T12)는 상기 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)에 각각 게이트를 접속한 

제6 및 제7 트랜지스터(C6, C7), 일단이 상기 제6 트랜지스터(C6)를 통해서 상기 양극성 전원선(14+)에 접속되고 타

단이 제1 부하(P)에 접속되는 제8 트랜지스터(T8), 및 일단이 상기 제7 트랜지스터(T7)를 통해서 상기 음극성 전원

선(14-)에 접속되고 타단이 제2 부하(P)에 접속되는 제9 트랜지스터(T9)를 포함하고, 상기 제8 및 제9 트랜지스터(T

8, T9)의 도통이 제어되는 것을 특징으로 하는 메모리 회로.

청구항 7.
제 6항에 있어서, 상기 제1, 제3, 제5, 제7 및 제9 트랜지스터(T1, T3, T5, T7, T9)는 P채널 트랜지스터이며, 상기 

제2 제4, 제6 및 제8 트랜지스터(T2, T4, T6, T8)는 N채널 트랜지스터인 것을 특징으로 하는 메모리 회로.

청구항 8.
제 7항에 있어서, 상기 P채널 트랜지스터의 스레시홀드값 전압과 N채널 트랜지스터의 스레시홀드값 전압은 절대값

이 다르고, 상기 스위치회로가 또한 상기 제1 축전용량(T1) 및 제4 트랜지스터(T4) 사이에 접속되는 제10 트랜지스

터(T10)를 포함하고, 상기 출력회로(T6∼T9, T11, T12)가 제6 트랜지스터(T6) 및 제8 트랜지스터(T8) 사이에 접

속되는 제11 트랜지스터(T11), 및 제7 트랜지스터(T7) 및 제9 트랜지스터(T9) 사이에 접속되는 제12 트랜지스터(T

12)를 포함하고, 상기 제10, 제11 및 제12 트랜지스터(T10, T11, T12)는 상기 양극성의 구동전압과 상기 음극성의 

구동전압을 절대값이 동등하도록 상기 스레시홀드값의 절대값의 차를 보상하는 전압 강하용으로 설치된 N채널 트랜

지스터, P채널 트랜지스터 및 N채널 트랜지스터인 것을 특징으로 하는 메모리 회로.

청구항 9.
제 6항에 있어서, 상기 제1 및 제2 부하는 액정재료가 한 쌍의 전극(PE, CE) 사이에 끼여 지지되는 구조를 가지는 공

통의 액정표시소자(P)인 것을 특징으로 하는 메모리 회로.

청구항 10.
액정재료와 한 쌍의 전극(PE, CE) 사이에 끼여 지지되는 구조를 가지는 액정 표시소자(P)와, 데이터신호를 입력하도

록 게이트를 접속한 트랜지스터(T1), 및 데이터신호를 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압으로서 유지하기 위해

서 양 및 음의 전원전압으로 충전하여 상기 트랜지스터(T1)의 소스 및 드레인에 각각 접속되는 제1 및 제2 축전용량(

C1, C2)을 가지는 메모리회로(T1∼T5, C1, C2)와, 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)에 유지된 양극성 및 음극성의 아날

로그 구동전압을 서로 번갈아 상기 액정표시소자(P)에 인가하는 출력회로(T6∼T12)를 구비하는 것을 특징으로 하는



공개특허 10-2004-0025599

- 8 -

표시회로.

청구항 11.
제 10항에 있어서, 상기 메모리회로(T1∼T5, C1, C2)는 상기 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)을 상기 양 및 음의 전원

전압을 공급하는 양극성 및 음극성 전원선(14+, 14-)에 각각 접속하고, 계속해서 상기 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)

을 상기 트랜지스터(T1)의 소스 및 드레인에 각각 접속하는 스위치회로(T2∼T4)를 포함하는 것을 특징으로 하는 표

시회로.

청구항 12.
매트릭스상으로 배치되는 복수의 화소(P)와, 복수의 화소(P)의 행을 따라서 배치되는 복수의 주사선(12)과, 복수의 

화소(P)의 열을 따라서 배치되는 복수의 신호선(20)과, 이들 주사선(12) 및 신호선(20)의 교차위치 근방에 각각 배치

되어 각각 적어도 1주사선(12)으로부터의 제어에 의해 1신호선(20)으로부터 데이터신호를 수신하여, 이 데이터신호

를 1화소(P)에 출력하는 복수의 화소구동부(PX)를 구비하고, 각 화소구동부(PX)는 1신호선(20)에 게이트를 접속한 

트랜지스터(T1), 및 데이 터 신호를 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압으로서 유지하기 위해서 양 및 음의 전원

전압으로 충전하여 상기 트랜지스터(T1)의 소스 및 드레인에 각각 접속되는 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)을 가지는 

메모리 회로(T1∼T4, C1, C2)를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 13.
제 12항에 있어서, 상기 메모리 회로(T1∼T4, C1, C2)는 상기 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)을 상기 양 및 음의 전원

전압을 공급하는 양극성 및 음극성 전원선(14+, 14-)에 각각 접속하고, 계속해서 상기 제1 및 제2 축전용량(14+, 1

4-)을 상기 트랜지스터(T1)의 소스 및 드레인에 각각 접속하는 스위치회로(T2∼T5)를 포함하는 것을 특징으로 하는

표시장치.

청구항 14.
제 13항에 있어서, 상기 메모리 회로(T1∼T4, C1, C2)는 또한 상기 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)에 유지된 상기 양

극성 및 음극성의 아날로그 구동전압을 출력하는 출력회로(T6∼T9, T11, T12)를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시

장치.

청구항 15.
제 14항에 있어서, 상기 스위치회로(T2∼T5)는 상기 양극성 전원선(14+)과 상기 제1 축전용량(C1) 사이에 접속된 

제2 트랜지스터(T2), 상기 음극성 전원선(14-)과 상기 제2 축전용량(C2) 사이에 접속된 제3 트랜지스터(T3), 상기 

제1 트랜지스터(T1)의 소스와 상기 제1 축전용량(C1) 사이에 접속된 제4 트랜지스터(T4), 상기 트랜지스터(T1)의 

드레인과 상기 제2 축전용량(C2) 사이에 접속된 제5 트랜지스터(T5)를 포함하고, 상기 제2 및 제3 트랜지스터(T2, T

3)는 상기 양 및 음의 전원전압을 상기 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)에 각각 설정하기 위해 일시적으로 도통하도록 

제어되고, 상기 제4 및 제5 트랜지스터(T4, T5)는 상기 데이터신호를 양극성 및 음극성의 아날로그 구동전압으로 상

기 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)에 각각 유지하기 위해 상기 제2 및 제3 트랜지스터(T2, T3)보다 늦게 일시적으로 

도통하도록 제어되는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 16.
제 15항에 있어서, 상기 각 주사선(12)은 1수평주사기간에 있어서 상기 제2 및 제3 트랜지스터(T2, T3)를 도통시키

는 양극성 펄스 및 음극성 펄스를 주사신호로서 공급하는 제1 양극성 및 제1 음극성 부주사선(11+, 11-)과, 상기 1

수평주사기간에 이어지는 1수평주사기간에 있어서 상기 제4 및 제5 트랜지스터(T4, T5)를 도통시키는 양극성 펄스 

및 음극성 펄스를 주사신호로서 공급하는 제2 양극성 및 제2 음극성 부주사선(12+, 12-)을 포함하는 것을 특징으로 

하는 표시장치.

청구항 17.
제 16항에 있어서, 상기 제2 양극성 및 제2 음극성 부주사선(12+, 12-)은 다음 행의 화소(P)에 대한 제1 양극성 및 

제1 음극성 부주사선(11+, 11-)과 공통인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 18.
제 16항에 있어서, 상기 제1 양극성 및 제1 음극성 부주산선(11+, 11-)은 다음 행의 화소(P)에 대한 각 메모리 회로(

T1∼T4, C1, C2)의 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)에 접지선으로서 각각 접속되는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 19.
제 13항에 있어서, 상기 스위치회로(T1∼T4, C1, C2)는 상기 제2 및 제3 트랜지스터(T2, T3)의 한쪽 게이트에 인가

되는 게이트 펄스의 극성을 반전하여 상기 제2 및 제3 트랜지스터(T2, T3)의 다른쪽 게이트에 인가하는 펄스정형부(

30)를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시장치.
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청구항 20.
제 15항에 있어서, 상기 출력회로(T6∼T9, T11, T12)는 상기 제1 및 제2 축전용량(C1, C2)에 각각 게이트를 접속한

제6 및 제7 트랜지스터(T6, T7), 일단이 상기 제6 트랜지스터(T6)를 통해서 상기 양극성 전원선(14+)에 접속되고 

타단이 제1 부하(P)에 접속되는 제8 트랜지스터(T8), 및 일단이 상기 제7 트랜지스터(T7)를 통해서 상기 음극성 전

원선(14-)에 접속되고 타단이 제2 부하(P)에 접속되는 제9 트랜지스터(T9)를 포함하고, 상기 제8 및 제9 트랜지스터

(T8, T9)의 도통이 제어되는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 21.
제 20항에 있어서, 상기 제1, 제3, 제5, 제7 및 제9 트랜지스터(T1, T3, T5, T7, T9)는 P채널 트랜지스터이며, 상기 

제2 제4, 제6 및 제8 트랜지스터(T2, T4, T6, T8)는 N채널 트랜지스터인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 22.
제 21항에 있어서, 상기 P채널 트랜지스터의 스레시홀드값 전압과 N채널 트 랜지스터의 스레시홀드값 전압은 절대

값이 다르고, 상기 스위치회로(T1∼T4, C1, C2)가 또한 상기 제1 축전용량(T1) 및 제4 트랜지스터(T4) 사이에 접속

되는 제10 트랜지스터(T10)를 포함하며, 상기 출력회로(T6∼T9, T11, T12)가 제6 트랜지스터(T6) 및 제8 트랜지

스터(T8) 사이에 접속되는 제11 트랜지스터(T11), 및 제7 트랜지스터(T7) 및 제9 트랜지스터(T9) 사이에 접속되는 

제12 트랜지스터(T12)를 포함하고, 상기 제10, 제11 및 제12 트랜지스터(T10, T11, T12)는 상기 양극성의 구동전

압과 상기 음극성의 구동전압을 절대값이 동등하도록 상기 스레시홀드값의 절대값의 차를 보상하는 전압 강하용으로

설치된 N채널 트랜지스터, P채널 트랜지스터 및 N채널 트랜지스터인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 23.
제 20항에 있어서, 각 화소(P)는 액정재료가 한 쌍의 전극(PE, PE)간에 끼여 지지되는 구조를 가지는 액정화소(P)로

서, 상기 제1 및 제2 부하(P)는 공통의 화소(P)인 것을 특징으로 하는 표시장치.
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专利名称(译) 存储电路，显示电路和显示装置

公开(公告)号 KR1020040025599A 公开(公告)日 2004-03-24

申请号 KR1020030064331 申请日 2003-09-17

[标]申请(专利权)人(译) 液晶先端技术开发中心股份有限公司

申请(专利权)人(译) 可否让这个莎的煤机用高秀饰品有以下用中心

当前申请(专利权)人(译) 可否让这个莎的煤机用高秀饰品有以下用中心

[标]发明人 MATSUMURA MASAKIYO
마츠무라마사키요
KORENARI TAKAHIRO
고레나리다카히로

发明人 마츠무라마사키요
고레나리다카히로

IPC分类号 G09G3/36 G02F1/133

CPC分类号 G09G2300/0842 G09G3/3648 G09G2300/0809 G09G3/3614

代理人(译) LEE，JAE HWA

优先权 2002270665 2002-09-17 JP

外部链接 Espacenet

摘要(译)

液晶显示器包括排列为矩阵相位的多个像素（P），沿多个像素（P）的
行和多个信号排列的多个扫描线（11 +，11-，12 +，12-）沿着多个像
素（P）和这些扫描线（11 +，11-，12 +，12-）的热量布置的导线
（20）和布置在交叉位置的多个像素驱动部分（PX）信号线（20）的环
境通过来自1条信号线（20）的至少1条扫描线（11 +，11-，12 +，12-
）的控制接收数据信号，并将该数据信号输出到1像素。特别地，每个像
素驱动部分（PX）包括将栅极连接到1信号线（20）的晶体管（T1），
双极数据信号，以及作为负电压的模拟驱动电压充电的存储电路。本质
上的负原理（ - ）和用于存储的量（+）并且在晶体管的源极和漏极上具
有相应的连接的第一和第二电容（C1，C2）。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b960ac1a-94fb-4c36-be86-423af1e57d7c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032063488/publication/KR20040025599A?q=KR20040025599A

